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はじめに 次世代パワースイッチング素子として GaN 系縦型 MIS-FET1)が広く検討されているが、

現状では実効移動度が小さく、ヒステリシスが大きいという問題がある。これらの問題には絶縁

膜/GaN 界面の欠陥が関与していると考えられており、ゲート部の絶縁物を AlGaN に置き換えた

AlGaN/GaN 構造を導入することができれば、これらの問題の解決につながることが期待される。

著者らは、このような考えのもとに、RIE-GaN 表面への AlGaN 再成長による AlGaN/GaN 構造の作

製と評価に関する検討 2-4）を経て、今回、AlGaN/GaN 縦型 HEMT を作製しノーマリオフ動作を確認

したので報告する。 

実験方法 作製した素子構造を Fig.1に示す。使用したエピ構造は、n+-GaN 自立基板上に n--GaN, 

p-GaN, n+-GaN を順次成長したもので、その表面に幅 5 μm, 長さ 100 μm、深さ 1.8 μm のトレンチ

を形成した。チャネル層となる p-GaN の厚さは 1.2 m で、Mg ドーピング濃度は 5x1018cm-3 であ

る。使用した AlGaN は Al 組成 0.3, 厚さ 30 nm のもので、MOVPE 法により形成した。Mg 活性

化のために AlGaN 成長後、窒素中 800 ℃、30 分の熱処理を行った。AlGaN 上に厚さ 50 nm の

ALD-Al2O3 を形成した。 

実験結果及び考察 Fig.2 に作製した素子の Id-Vds 特性及び 

伝達特性を示す。良好なピンチオフ特性が得られ、最大ド 

レイン電流 0.19 A/mm が得られた。なお、現状では、3～4V 

のヒステリシスが観測されるが、横型 MIS-HEMT4)ではほと 

んど観測されないことから、AlGaN/GaN 界面の影響は小さ 

いものと推測される。以上、AlGaNの再成長を用いて縦型 

 HEMTを作製した結果、0.15A/mm以上のドレイン電流を得 

るとともにノーマリオフ動作を 

確認することができた。 
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Fig. 1. Schematic cross-sectional 
view of the fabricated device 

Fig. 2. (a) Drain current – drain voltage characteristics and 
(b) transfer characteristics of a fabricated device. 
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